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【はじめに】金属/半導体界面におけるフェルミ準位ピンニング効果は古くから知られており，そ

の強さが本質的に材料で決まるのか，表面処理で変化しうるのかという議論が続いてきた．金属

/-Ga2O3 ショットキー接合のダイオード特性や光検出器の動作が報告されているが[1,2]，この効

果に関する詳細な議論は行われていない．今回我々は金属/-Ga2O3 界面において，表面処理によ

って電流-電圧 (I-V) 特性がほとんど変化しない強いピンニング効果を観測したので報告する． 

【実験】-Ga2O3 (2̅01)  単結晶 (キャリア濃度 2～3×1017 cm-3) の化学機械研磨 (CMP) 面を標準

試料に用いた．この CMP面から約 150 nm程度の深さまでエッチング (85 wt% H3PO4 aq.) する

ことで表面処理の影響を検討した．裏面にオーミック In電極を形成した後に，表面に仕事関数 

(M) の異なる 4種類の金属 (Ag，Cu，Au，Pt，厚さ 50 nm) を真空蒸着し，ショットキー接合 

(直径200 m) を作製した．I-V測定によりショットキー障壁高さ (B) を算出した． 

【結果と考察】図 1 に代表的な I-V 特性を示す．順方向領域における電流の立ち上がりから熱電

子放出モデルに基づく理想因子 (n 値)を算出したところ，全ての試料で 1 に近い値が得られた．

再結合電流が小さい良好なダイオード特性と言える．図 2にBと n値のM依存性を示す．ピンニ

ング効果の強さを表す S因子 (= ∂B/∂M) は，エッチング前後でほとんど変わらないことが分か

った．S因子が 0に近いことから，強いピンニング効果が生じているとともに，ピンニング効果の

原因が CMPによるものではないことが示唆される． 
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(b) Without etching
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(a) With etching
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図 1. (a) エッチング後と (b) エッチング前の 

各種電極に対する代表的な I-V特性. 

図 2. Bと n 値のM依存性と

線形近似で求めた S因子. 

第76回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2015 名古屋国際会議場)15p-1B-1 

© 2015年 応用物理学会 16-044


